РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МИС УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ И МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ НА НИТРИДНЫХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ ДЛЯ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ НА ЧАСТОТУ 8-12 ГГЦ
Приоритетное направление:  Информационно-телекоммуникационные системы (ИТ)

Критическая технология:   Технологии информационных, управляющих, навигационных систем. 

Период выполнения: 5 июня 2014 г. – 31 декабря 2016 г..

Индустриальный партнер:  Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета"

Цель исследования: Разработка методов проектирования схемных решений и технологий создания монолитных интегральных схем (МИС)  на нитридных наногетероструктурах. Разработка методов, научно-технических и технологических решений по созданию и производству МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей для приемо-передающих модулей на частоту 8-12 ГГц. Разработка методов, научно-технических и технологических решений по создания кристаллов теплоотводящих подложек для МИС усилителей мощности. 
В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 5 июня 2014 года № 14.607.21.0011 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года выполнялись следующие работы:
1 Работы, выполненные (выполняемые) в отчетный период 

1.1 Работы, выполненные (выполняемые) за счет средств субсидии 

По п. 3.1 ПГ: разработаны проекты топологий МИС УМ и МШУ Х-диапазона на основе электромагнитных расчетов;

По п. 3.2 ПГ: разработана эскизная техническая (конструкторская, технологическая) документация для изготовления МИС УМ и МШУ Х-диапазона;

По п. 3.3 ПГ: разработана лабораторная технология изготовления макетов МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей  Х-диапазона частот;

По п. 3.4 ПГ: изготовлен комплект фотошаблонов для изготовления макетов МИС усилителей мощности  и малошумящих усилителей Х-диапазона частот;

По п. 3.5 ПГ: изготовлены макеты МИС усилителей мощности  и малошумящих усилителей Х-диапазона частот, а также отдельных устройств из состава МИС  с целью исследования их параметров;   

По п. 3.6 ПГ: разработана программа и методики исследований СВЧ параметров макетов МИС УМ и МШУ Х-диапазона; 
По п. 3.7 ПГ: проведено исследование макетов отдельных устройств из состава МИС усилителей мощности  и малошумящих усилителей Х-диапазона частот;  

По п. 3.8 ПГ: выбраны режимы кислородной зачистки поверхности полупроводниковых пластин.
По п. 3.9 ПГ: проведена корректировка эскизной КД и ТД по результатам  исследований макетов МИС УМ и МШУ;
По п. 3.10 ПГ: разработана программа и методики экспериментальных исследований экспериментальных образцов МИС УМ и МШУ.
1.2 Работы (мероприятия), выполненные (выполняемые) за счет внебюджетных средств 

По п. 3.11 ПГ: произведена закупка оборудования для проведения технологических операций по созданию монолитных интегральных схем для диапазона частот 8-12 ГГц на нитриде галлия, а именно произведена доплата за установку плазмохимического травления SI 500.
2 Основные результаты, полученные в отчётный период
В результате выполненных работ разработана конструкторская и технологическая документация для изготовления монолитных интегральных схем усилителей мощности и малошумящий усилителей диапазона частот 8-12 ГГц на нитридных гетероструктурах. 
Также разработаны программы и методики для исследований СВЧ параметров макетов МИС УМ и МШУ.

При проведении патентных исследований не выявлено пространственно-геометрического расположения совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними, таких как у разработанной топологии интегрального СВЧ переключатель 1х2 для диапазона 4-18 ГГц в копланарном исполнении, поэтому целесообразно зарегистрировать топологию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В ходе разработки технологии изготовления МИС был создан результат интеллектуальный деятельности - секрет производства (ноу-хау): «Технология изготовления невжигаемых омических контактов при создании СВЧ МИС на гетероструктурах AlGaN/GaN», которое внедрено в технологическую документацию на процесс изготовления МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей  на нитридных наногетероструктурах для приемо-передающих модулей на частоту 8-12 ГГц
В рамках выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2015 были представлены результаты работ ИСВЧПЭ РАН по Соглашению №14.607.21.0011 для демонстрации и популяризации результатов и достижений науки.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.
